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1. Общие положения

1.1. Цели дисциплины

Развитие у магистрантов представления о твердотельной СВЧ микро- и наноэлектроники1.
и об явлениях и процессах, на которых основано приборное направление.

1.2. Задачи дисциплины

Формирование знаний об основных технологических процессах, с помощью которых в1.
настоящее  время  создаются  наногетероструктурные  СВЧ  транзисторы,  а  также  монолитные
интегральные схемы на их основе.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок дисциплин: Б1. Дисциплины (модули).
Часть блока дисциплин: Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Модуль дисциплин: Модуль профессиональной подготовки (major).
Индекс дисциплины: Б1.В.01.02.
Реализуется  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных

технологий.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
индикаторами достижения компетенций

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компетенций  в
соответствии с ФГОС ВО и основной образовательной программой (таблица 3.1):

Таблица 3.1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Компетенция Индикаторы достижения компетенции

Универсальные компетенции
- -

Общепрофессиональные компетенции
- -

Профессиональные компетенции
ПК-5. Способен
проводить анализ
мирового опыта
применения
материалов
наногетероструктурной
СВЧ-электроники

ПК-5.1. Знает основы материаловедения полупроводников и
гетероструктур
ПК-5.2. Умеет делать обзоры по отечественным и иностранным
источникам информации
ПК-5.3. Владеет методиками анализа применения материалов в
интегральной электронике СВЧ, основанной на гетероэпитаксиальных
структурах
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ПК-7. Готов
формулировать цели и
задачи научных
исследований в
соответствии с
тенденциями и
перспективами
развития электроники и
наноэлектроники, а
также смежных
областей науки и
техники, способностью
обоснованно выбирать
теоретические и
экспериментальные
методы и средства
решения
сформулированных
задач

ПК-7.1. Знает современное состояние и перспективы развития
электронной компонентной базы и рынка

ПК-7.2. Умеет формулировать цели и задачи научных исследований

ПК-7.3. Владеет методиками теоретического и экспериментального
анализа для решения сформулированных задач

ПК-9. Способен к
организации и
проведению
экспериментальных
исследований с
применением
современных средств и
методов

ПК-9.1. Знает методы и оборудование при выполнении
экспериментальных работ

ПК-9.2. Умеет планировать экспериментальные работы с применением
современных средств и методов

ПК-9.3. Владеет навыками организации и постановки
экспериментальных работ

4. Названия разделов (тем) дисциплины

Названия разделов (тем) дисциплины
1 семестр

1 Введение в GaAs электронику
2 Основы технологии производства GaAs СВЧ МИС
3 Базовые технологические блоки изготовления GaAs СВЧ МИС
4 Технологические маршруты производства СВЧ МИС на основе pHEMT, E/D pHEMT, mHEMT,
HBT, BiHEMT и GaN HEMT
5 Организация контроля качества в процессе производства СВЧ МИС


